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> Due strati cilindrici dell’ITS sono

R

equipaggiati con le camere a deriva

Silicon Drift Detectors

Tot. No. channels 133 103
Tot. No. detectors 260
total area 1.37 m?

Layer 3 Layer 4
Radius (mm) 14.9 23.8
Ladders 14 22

SDDs per ladder 6 8
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Principio di funzionamento del rivelatore
a deriva di silicio
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fé Camera a deriva di silicio ALICE-D4
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Dettagli del disegno: iniettori di carica e zona di raccolta o

linee di iniezione

zona di raccolta di carica
Catodi di guardia (passo 32 um)

Catodi di deriva (passo 120 um)

Partitore di tensione HV impiantato a

bordo del rivelatore

Anodi di raccolta (passo 294 um) —



Iniettori di carica in funzione

B DirectOriverAcess.vi

e fd¢ COperste Jook Srowse YWedow Heb

® @

Open JTAG (Parslel process)
r40 \-—y iy .
4 s Write Settings  Open JTAG 0p % of weerks  Save events to fie 120
HHTMawger o C - . - -
~ ) \ -l 106 $<0 i - |

¥ | Tigow | Acgssmon  Extemal TR [

Reze. ferbrs Teigger Envbied P
£TP Sattrgs = J
speds . e | @
e pos o ; Diata Court
o - — a@|
2 2 5535
>
ETPO enable Pusioon Rk _20g
-~ - 29783 2
E19] enable - RS

Por 0 Bl

Settings Covirad msss |
[ — ; starviard denats
00 100 120 140 160 190 200 220 240255
Term oA nn
< 1
r 246 54 < B e J
-:"\:Q‘.‘l 4 -0.000%) o3> b | o =4
LaBVIEW 7,1 Dev,. 3205, 134,

Ibrido “Right”,

ettori lontani

n




Iniettori: SDD beam test (agosto — settembre 2004)

Run 6317 (top side)
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Zona di raccolta: elettroni arrivano sull’anodo

anode
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Dettagli del disegno: partitore di tensione HV

Guard divider
Drift cathodes

Drift divide

Guard
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Risoluzione spaziale (beam test del giugno 2003)
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Produzione di massa: parametri di qualifica

e Misure sono suddivise in due fasi:

Misure Preliminari Misure Complete (U, =-2373 V)
* Diodo lungo(44 + 10) metri!: 1) corrente anodica
1) Caratteristica Corrente-Tensione 98% di anodi: I < 100 nA / anodo, con
viene misurata da 0... a -80 V; un valore medio < 10 nA

Corrente di buio <5 uA @ U =-30V 2) distributione di potentiale sui catodi
2) Caratteristica Tensione -Tensione  shilanciamento massimo di potenziale

* Condensatore MOS permette di fra i catodi di deriva corrispondenti

vedere la qualita dell’ossido: AU <35V

3) Curva Capacita - Tensione
2.0E+11 g/cm? < Qox < 7.0E+11 g/cm?
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Current (nA) Voltage (V)
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@f@) Esempio di output delle Misure complete .

SDD ALICE-D4 #49303
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Montaggio di microcavi HV sul rivelatore o

@ Cavo “Wrap-around” Cavo “Transition”

r*a tiltrasuoni

i| Cavo lungo HV

Incollaggio e microsaldatura
a filo di Alluminio

Microsaldatura

tipo TAB




&> Scelta della colla o

G

e Per incollare i microcavi “Transition” e “Wrap-around” sulla camera a
deriva, nonche proteggere le microsaldature fra di loro, e stato scelto
High Strength Transparent Silicone Rubber Compound RTV 615

—Consigliata da industria (MIPOT, Cormons, Italy)
—Viscosita bassa — penetra facilmente in fessure strette; si evitano bollicine d‘aria
—Trasparente — facilita il controllo ottico degli assemblaggi realizzati

—Gommoso, non diventa mai rigido — si evita lo stress meccanico sul rivelatore

Cavo “Transition”: zona di microsaldatura fra Cavo “Wrap-around”: microsaldatura
piste HV e iniettori centrali fra piste HV e catodi di deriva




Montaggio del cavo “wrap-around” sulla camera a deriva




Cavo “wrap-around” montato sulla camera a deriva




Modulo completo (rivelatore + microcavi + elettronica
di frontend +elettronica di end-ladder)

6 Molto difficile da realizzare...ma anche molto bello!
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